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IEC-Zeichen

in Entwicklung

AnschluBibelegung und Schaltzeichen

Funktionstabelle (EX = L/OE = H)

R

Bauform: DIP-16, Plast (Bild 4)

Typstandard: TGL 42632

fAusgqngs— Logikfunktion IA | IB | IC Ul’.lbe‘l’.l utzte

unktion Eingéinge

NOR O = I1+I2+13+14+I5+6+I7+I8 L L L USS

OR O = [1+12+[3+14+15+I6+IT7+I8 L L H USS

OR/AND O = (I1+12+13+14) +(I5+16+I7+18) L H L USs

OR/NAND O = (I1+12+13+14)* (I5+I6+I7+I8) L H H USS

AND O =11+12+13-14+15-16-17"18 H L L UDD

NAND O = 11-12+]3-14+15-16.17-18 H L H UDD

AND/NOR O = (I1-12-13-14)H15+16+ 17+ 18) H H L UDD

AND/OR O = (I1.12.13*14)+(15+16 17~ I8) H H H UDD

Ausgewdlhlte Kennwerte

Kennwerte ;(euizzh—en MefBbedingung min. max. Einheit|

Verzogerungszeit In --+ O tPHL Upp= 5V 600 ns

tPLH UDD =10 V 300 ns

UDD =15 V 240 ns

Verzogerungszeit EX --» O tPEX UDD = 5V 380 ns
UDD =10V 180 ns
UDD =15 V 130 ns

Selektions- und Deselek- tPHZ UDD = 5V 160 ns

tionszeit durch OE --=O tPZH UDD =10 V 70 ns

tor7 UDD =15 V 50 ns




CMOS-Schaltkreise

Logikbaureihe Vxxx

Die CMOS-Schaltkreise der Logikbaureihe V 4000 sind in gepufferter Sehaltungstechmk

dusgefuhrt (auBer V 4007 D) und entsprechen in ihren statischen elektrischen Paramg.

- tern der JEDEC-Standard-B-Serien-Spezifikation.

Im Vergleich zu TTL- bzw. Low-powep.

TTL-Schaltkreisen zeichnen sich die CMOS-Schaltkreise durch folgende Vorteile ayg,

- Niedrige Verlustleistung bis ca.

Schaltungen),

10 MHz (ermdglicht den Einsatz in batteriegepufferte,

- der Maximalwert der Ausgangsimpedanz ist nahezu unabhingig von allen erlaubten Ein.

gangsbelegungen ,

- nahezu ideale Ubertragungskennlinie,

- groBer Betriebsspannungsbereich (U
triebsspannung erforderlich,

- hohe statische Storsicherheit,

DD

= 3 bis 15 V),

- niedrige, einheitliche Eingangskapazitit,

- Arbeitstemperaturbereich von -40 bis 85 °C,

- Lieferung in Dual-in-line-Plastgehédusen.

geringe Stabilisierung der Be.

Diese Eigenschaften erschlieBen CMOS-Schaltkreisen eine Reihe neuer Anwendungsmog

lichkeiten in Ergénzung zu den TTL-Schaltkreisfamilien.

Grenzwerte
Klkz- min. max. Einheit
zeichen
Betriebsspannung UDD USS - 0,5 USS + 18 \
Eingangsspannung UI USS - 0,5 UDD + 0,5 \
Ausgangsspannung UO USS - 0,5 UDD + 0,5 Vv
Verlustleistung je PV 100 mW
Ausgangstransistor
Gesamtverlustleistung Ptot 300;; mW
150 mW
Gesamtverlustleistung3) P, 4 600" mW
3002 mw
Lastkapazitit je Ausgang CL 5 nl
Eingangsstrom 11| 10 mA
Betriebstemperaturbereich Ta -40 +85 °C
Lagerungstemperaturbereich TStg -55 +125 o0
1) Ta = -40,..+70 °C; 2) 'I‘a = +85 °C; 3) nur V 4034 D



Ausgewilhlte Kennwerte (auBer V 4007)

gennwert ;{;I;Zh"en 5 Meﬁtl)led|1ngun[g‘]en min. max. Einheit
DD 'O O
vy @A) (V)
Ausgangsspannung High UOH 5 <1 4,95 v
10 <1 9,95 \%
. 15 <1 14,95 \Y
Ausgangsspannung Low UOL 5 <1 0,05 Y
0 <1 0,05 | V
15 <1 0,05 | V
Ausgangsstrom High 1on 9 4,6 0,4 mA
10 9,5 0,9 mA
15 13,5 2,4 mA
Ausgangsstrom Lowi IOL b 0,4 0,4 mA
10 0,5 0,9 mA
15 155 2,4 mA
Eingangsspannung High UIH 5 <1 0,5/4,5 3,5 V
10 <1 1,0/9,0 7,0 \%
15 <1 1,5/13,5 11,0 1
Eingangsspannung Low UIL 5 %1 0,5/4,5 1,5 v
10 <1 1,0/9,0 - 3,0 \
15 <1 1,5/13,5 4,0 v
Eingangsreststrom High III| 15 T, = -25 °C 0,1 pA
15 T, = 85 °C 1,0 uA
Reststrom der IZH 15 15,T, =-25 °C 1,2 pHA
Tristate-Ausgénge 15 15’Ta =85 °C 12 uA
Reststrom der —IZL 15 0, Ta =25 °C 1,2 A
Tristate-Ausgénge 15 0, Ta =85 °C 12 HA
Eingangskapazitét CI Ta = -25 °C 7,5 pF
Stromaufnahme Ihp 5 7,5 pA
Gatter 10 15 HA
| 15 30 HA
Stromaufnahme IDD 5 30 HA
Flip - Flop, Latch 10 60 HA
Gatter 15 120 HA
Sttomaufnahme IDD 5 150 HA
Zihler, Register 10 300 A
. 15 600 HA
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Bild 3 (DIP-14, Plast)
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Bild 4 (DIP-16, Plast)




